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요약

본 발명에서는, 서로 일정간격 이격되고, 대향되게 배치된 제 1, 2 기판과; 상기 제 1 기판 내부면에, 절연층이 개재된

상태에서 서로 교차되게 형성된 게이트 배선 및 데이터 배선과; 상기 게이트 배선 및 데이터 배선의 교차지점에 형성

된 박막트랜지스터와; 상기 데이터 배선과 일정간격 이격되게 형성되고, 하부층을 불투명 금속물질로 하고, 상부층을

투명 도전성 물질로 하는 이중층 구조로 이루어진 다수 개의 공통 전극과; 상기 공통 전극과 서로 엇갈리게 위치하며,

상기 공통 전극과 동일한 이중층 금속물질로 이루어진 화소 전극과; 상기 제 2 기판의 내부면에 형성된 컬러필터층과;

상기 컬러필터층의 컬러별 경계부에서, 상기 데이터 배선과 공통 전극간 이격 구간을 덮는 위치를 포함하여 형성된 

블랙매트릭스를 포함하는 횡전계형 액정표시장치를 제공함으로써, 공정 수를 단순화시키고 상부 기판의 블랙매트릭

스의 형성폭을 줄이거나 생략할 수 있어, 기존의 데이터 배선부에서의 수직 크로스토크 발생을 최소화할 수 있기 때

문에 블랙매트릭스를 금속계 물질로 형성하는 것이 가능하여, 블랙매트릭스의 재료선택폭을 넓힐 수 있어, 제품경쟁

력을 높이고 생산수율을 향상시킬 수 있으며, 특히, 본 발명에서는 고개구율 구조 횡전계형 액정표시장치에 이중층 

구조 공통 전극 및 화소 전극 구조를 적용하여, 저 마스크 구조로 개구율 특성을 더욱 향상시킬 수 있는 장점을 가진

다.

대표도

도 4

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 횡전계형 액정표시장치의 단면을 도시한 단면도.

도 2는 일반적인 횡전계형 액정표시장치용 어레이 기판의 한 서브픽셀 영역에 대한 평면도.

도 3은 기존의 고개구율 구조 횡전계형 액정표시장치에 대한 평면도.

도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 고개구율 구조 횡전계형 액정표시장치용 어레이 기판의 하나의 서브픽셀 영역에 
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대한 평면도.

도 5는 상기 도 4의 절단선 I-I에 따라 절단된 단면을 기준으로 한 상부 및 하부 기판의 적층구조를 나타낸 단면도.

도 6은 본 발명에 따른 이중층 구조 공통 전극 및 화소 전극이 적용된 일반모드 횡전계형 액정표시장치에서의 수직 

크로스토크의 감소 정도를 나타낸 도면.

도 7은 본 발명에 따른 횡전계형 액정표시장치의 제조공정을 마스크 공정 순으로 나타낸 공정흐름도.

도 8a 내지 8f는 본 발명에 따른 이중층 구조 금속층의 패터닝 공정을 단계별로 나타낸 단면도.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

210 : 게이트 전극 212 : 제 1 캐패시터 전극

214 : 게이트 배선 216 : 반도체층

218 : 데이터 배선 220 : 소스 전극

222 : 드레인 전극 224 : 제 2 캐패시터 전극

226 : 캐패시터 콘택홀 228 : 공통 배선

230 : 공통 전극 232 : 인출 배선

234 : 화소 전극 C ST : 스토리지 캐패시턴스

T : 박막트랜지스터

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치(Liquid Crystal Display Device)에 관한 것이며, 특히 횡전계형(IPS ; In-Plane Switching) 

액정표시장치 및 그의 제조방법에 관한 것이다.

일반적으로 액정표시장치의 구동원리는 액정의 광학적 이방성과 분극성질을 이용한다. 상기 액정은 구조가 가늘고 

길기 때문에 분자의 배열에 방향성을 갖고 있으며, 인위적으로 액정에 전기장을 인가하여 분자배열의 방향을 제어할 

수 있다.

따라서, 상기 액정의 분자배열 방향을 임의로 조절하면, 액정의 분자배열이 변하게 되고, 광학적 이방성에 의하여 상

기 액정의 분자배열 방향으로 빛이 굴절하여 화상정보를 표현할 수 있다.

현재에는 박막트랜지스터와 상기 박막트랜지스터에 연결된 화소 전극이 행렬 방식으로 배열된 능동행렬 액정표시장

치(AM-LCD ; Active Matrix LCD 이하,액정표시장치로 약칭함)가 해상도 및 동영상 구현능력이 우수하여 가장 주

목받고 있다.

일반적으로 액정표시장치는 공통 전극이 형성된 컬러필터 기판(상부기판)과 화소 전극이 형성된 어레이 기판(하부기

판)과, 상부 및 하부 기판 사이에 충진된 액정으로 이루어지는데, 이러한 액정표시장치에서는 공통 전극과 화소 전극 

간의 상-하로 걸리는 수직 전기장에 의해 액정을 구동시키는 방식으로, 투과율과 개구율 등의 특성이 우수하다.

그러나, 전술한 수직 전기장에 의한 액정구동은 시야각 특성이 우수하지 못하므로, 이를 개선하기 위해 수평 전기장에
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의해 액정을 구동시켜 광시야각 특성을 가지는 횡전계형 액정표시장치가 제안되고 있다.

도 1은 일반적인 횡전계형 액정표시장치의 단면을 도시한 단면도이다.

도시한 바와 같이, 컬러필터 기판인 상부 기판(10)과 어레이 기판인 하부 기판(20)이 서로 이격되어 대향하고 있으며,

이 상부 기판(10) 및 하부 기판(20) 사이에는 액정층(30)이 개재되어 있는 구조에서, 상기 하부 기판(20) 내부면에는 

공통 전극(22) 및 화소 전극(24)이 모두 형성되어 있다.

상기 액정층(30)은 상기 공통 전극(22)과 화소 전극(24)의 수평전계(26)에 의해 작동되고, 액정층(30)내 액정분자가 

수평전계에 의해 이동하므로 시야각이 넓어지는 특성을 띠게 된다.

한 예로, 상기 횡전계형 액정표시장치를 정면에서 보았을 때, 상/하/좌/우 방향으로 약 80~85°방향에서 가시할 수 

있다.

도 2는 일반적인 횡전계형 액정표시장치용 어레이 기판의 한 서브픽셀 영역에 대한 평면도이다.

도시한 바와 같이, 서로 직교하는 방향으로 게이트 배선(66) 및 데이터 배선(70)이 형성되어 있고, 게이트 배선(66) 

및 데이터 배선(70)이 교차하는 지점에는 박막트랜지스터(T)가 형성되어 있다.

그리고, 상기 게이트 배선(66)과 평행한 방향으로 공통배선(64)이 형성되어 있고, 이 공통배선(64)에서는 다수 개의 

공통 전극(62)이 분기되어 있고, 상기 박막트랜지스터(T)에서 연장된 인출배선(72)에서는 다수 개의 화소 전극(74)이

전술한 공통 전극(62)과 서로 엇갈리게 분기되어 있다.

또한, 상기 게이트 배선(66) 및 데이터 배선(70) 각각의 양 끝단에는 외부회로(미도시)와의 연결을 위해 게이트 패드(

67) 및 데이터 패드(71)가 형성되어 있고, 이 게이트 패드(67) 및 데이터 패드(71)를 덮는 영역에는 게이트 패드전극 

콘택홀(83) 및 데이터 패드전극 콘택홀(73)을 통해 게이트 패드(67) 및 데이터 패드(71)와 연결되는 게이트 패드전극

(75) 및 데이터 패드전극(77)이 각각 형성되어 있다.

상기 게이트 배선(66)과 데이터 배선(70)이 교차되는 영역은 하나의 서브픽 셀 영역으로 정의되고, 상기 서브픽셀 내

에서 공통 전극(62)과 화소 전극(74) 사이 구간은 전압인가시 수평전계를 형성하여 액정을 구동시키는 실질적인 화면

구현 영역에 해당되므로 일반적인 액정표시장치보다 개구율이 떨어지는 단점이 있었다.

최근에는, 데이터 배선 주변의 누설 전류(leak current) 영역을 차폐하기 위하여 데이터 배선을 덮는 영역에 공통 전

극이 위치하고, 이에 따라 개구율을 높이는 구조의 횡전계형 액정표시장치가 제안되고 있다.

도 3은 기존의 고개구율 구조 횡전계형 액정표시장치에 대한 평면도이다.

도시한 바와 같이, 제 1 방향으로 게이트 배선(110)이 형성되어 있고, 게이트 배선(110)과 교차되는 제 2 방향으로 데

이터 배선(112)이 형성되어 있고, 상기 게이트 배선(110)과 일정간격 이격되어, 동일 방향으로 공통 배선(114)이 형

성되어 있고, 공통 배선(114)에서는 전술한 데이터 배선(112)과 동일한 방향으로 다수 개의 공통 전극(116)이 분기되

어 있으며, 상기 데이터 배선(112)에서는 소스 전극(118)이 분기되어 있고, 소스 전극(118)과 일정간격 이격되게 드

레인 전극(120)이 형성되어 있고, 드레인 전극(120)에는 인출배선(122)이 연장형성되어 있으며, 인출배선(122)에서

는 다수 개의 화소 전극(124)이 상기 공통 전극(116)과 엇갈리게 분기되어 있다.

상기 소스 전극(118) 및 드레인 전극(120)을 덮는 영역에는 반도체층(126)이 형성되어 있고, 상기 소스 전극(118) 및

드레인 전극(120) 그리고 반도체층(126)은 전술한 게이트 배선(110)과 중첩되게 위치하며, 상기 소스 전극(118) 및 

드레인 전극(120), 반도체층(126) 그리고 반도체층(126)과 중첩되게 위치하는 게이트 배선(110) 영역은 박막트랜지

스터(T)를 이룬다.

이때, 상기 반도체층(126)은 비정질 실리콘(a-Si)으로 이루어진다.

상기 공통 배선(114)에서 분기된 다수 개의 공통 전극(116) 중 일부는 데이터 배선(112)을 덮는 위치에 형성되는 것

을 특징으로 한다.

도면으로 상세히 도시하지는 않았지만, 상기 공통 전극(116)과 데이터 배선(112) 그리고, 공통 전극(116)과 화소 전

극(124)은 각각 절연체가 개재된 상태에서 서로 다른 층에 형성된다.
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그리고, 상기 공통 전극(116)이 데이터 배선(112)을 덮도록 형성하는 것은, 데이터 배선(112)으로부터 형성되는 누설

전계를 차단하기 위함과, 개구율(aperture ratio)을 높이기 위함이다.

또한, 상기 박막트랜지스터(T)를 덮는 영역에는 광누설 전류를 차단하기 위한 목적으로 광차단 필름(128)이 형성되

어 있다.

이러한 기존의 고개구율 구조 횡전계형 액정표시장치에서는, 전술한 공통 전극(116)이 화소 전극(124)보다 후반 공

정에서 제작되지만, 불투명 금속물질로 이루어져 외부회로와 연결되는 패드부의 패드전극을 형성하기 위해서는 ITO(

indium tin oxide)와 같은 투명 도전성 물질을 이용한 별도의 마스크 공정이 요구되었다.

한편, 전술한 공통 전극(116)을 ITO로 형성하면 빛의 차단이 충분하지 않아 이와 대응되는 위치에서 블랙매트릭스를

완전히 제거할 수 없기 때문에, 수직 크로스토크 발생을 방지하기 위해서는 블랙매트릭스를 레진계 물질에서만 선택

해야 하므로, 재료선택폭이 좁아져 공정 효율이 떨어지는 문제점이 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

이러한 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명에서는 공정이 단순화되고 블랙매트릭스의 형성 영역을 줄이거나 생략할 

수 있는 고개구율 구조 횡전계형 액정표시장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 제 1 특징에서는 기판 내부면에 제 1 방향으로 형성된 게이트 배선과; 상기 

게이트 배선과 교차되는 제 2 방향으로 형성된 데이터 배선과; 상기 게이트 배선과 데이터 배선의 교차지점에 형성된

박막트랜지스터와; 상기 제 1, 2 방향 중 어느 한 방향으로 형성되며, 하부층을 불투명 금속물질로 하고, 상부층을 투

명 도전성 물질로 하는 이중층 구조로 이루어진 공통 배선과; 상기 공통 배선에서 분기되어, 상기 데이터 배선과 동일

한 방향으로 형성된 다수 개의 공통 전극과; 상기 박막트랜지스터와 연결되며, 상기 공통 배선과 동일한 이중층 구조

로 이루어진 인출 배선과; 상기 인출 배선에서 분기되어, 상기 공통 전극과 서로 엇갈리게 분기된 다수 개의 화소 전

극을 포함하는 횡전계형 액정표시장치용 어레이 기판을 제공한다.

상기 불투명 금속물질은 비저항값이 낮고, 상기 투명 도전성 물질과 접착특성이 높은 물질에서 선택되고, 상기 불투명

금속물질은 몰리브덴(Mo)인 것을 특징으로 한다.

그리고, 상기 투명 도전성 물질은, ITO(indium tin oxide), ITZO(indium tin zinc oxide), IZO(indium zinc oxide) 중

어느 하나에서 선택되는 것을 특징으로 한다.

상기 게이트 배선 및 데이터 배선의 끝단에는 외부회로와 연결되는 게이트 패드 및 데이터 패드가 형성되고, 상기 게

이트 패드 및 데이터 패드와 연결되어 상기 공통 배선과 동일한 이중층 물질로 이루어진 게이트 패드전극 및 데이터 

패드전극이 형성되는 것을 특징으로 하고, 상기 다수 개의 공통 전극 중 일부 공통 전극은 상기 데이터 배선부를 덮는

위치에 형성되는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제 2 특징에서는, 서로 일정간격 이격되고, 대향되게 배치된 제 1, 2 기판과; 상기 제 1 기판 내부면에, 제 1

절연층이 개재된 상태에서 서로 교차되게 형성된 게이트 배선 및 데이터 배선과; 상기 게이트 배선 및 데이터 배선의 

교차지점에 형성된 박막트랜지스터와; 상기 데이터 배선을 덮는 기판 전면에 형성된 제 2 절연층과; 상기 제 2 절연층

상부에 위치하며, 상기 데이터 배선 및 상기 데이터 배선의 주변부를 덮는 위치에 형성되는 패턴을 포함하고, 하부층

을 불투명 금속물질로 하고, 상부층을 투명 도전성 물질로 하는 이중층 구조로 이루어진 공통 전극과; 상기 공통 전극

과 서로 엇갈리게 위치하며, 상기 공통 전극과 동일한 이중층 금속물질로 이루어진 화소 전극과; 상기 제 2 기판의 내

부면에 형성된 컬러필터층과; 상기 컬러필터층의 컬러별 경계부에 위치하며, 상기 데이터 배선부를 덮는 공통 전극 

형성부에서는 별도의 패턴이 생략되어 있는 블랙매트릭스를 포함하는 횡전계형 액정표시장치를 제공한다.

상기 제 2 절연층은 유전율값이 낮고, 투광성이 높은 절연물질에서 선택되 고, 상기 제 2 절연층을 이루는 물질은, BC

B(benzocyclobutene), 포토아크릴(photo acryl) 중 어느 하나에서 선택되는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제 3 특징에서는, 서로 일정간격 이격되고, 대향되게 배치된 제 1, 2 기판과; 상기 제 1 기판 내부면에, 절

연층이 개재된 상태에서 서로 교차되게 형성된 게이트 배선 및 데이터 배선과; 상기 게이트 배선 및 데이터 배선의 교

차지점에 형성된 박막트랜지스터와; 상기 데이터 배선과 일정간격 이격되게 형성되고, 하부층을 불투명 금속물질로 

하고, 상부층을 투명 도전성 물질로 하는 이중층 구조로 이루어진 다수 개의 공통 전극과; 상기 공통 전극과 서로 엇
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갈리게 위치하며, 상기 공통 전극과 동일한 이중층 금속물질로 이루어진 화소 전극과; 상기 제 2 기판의 내부면에 형

성된 컬러필터층과; 상기 컬러필터층의 컬러별 경계부에서, 상기 데이터 배선과 공통 전극간 이격 구간을 덮는 위치를

포함하여 형성된 블랙매트릭스를 포함하는 횡전계형 액정표시장치를 제공한다.

상기 블랙매트릭스는, 상기 데이터 배선과 이웃하는 공통 전극과 일정 간격 중첩되게 형성되고, 상기 블랙매트릭스를

이루는 물질은 불투명 금속물질에서 선택되며, 상기 불투명 금속물질은 크롬(Cr)계 금속물질에서 선택되는 것을 특징

으로 한다.

본 발명의 제 4 특징에서는, 기판 상에, 감광성 물질인 포토레지스트(photoresist)를 이용한 노광, 현상 공정을 통해 

패터닝(patterning)하는 공정으로 정의되는 제 1 마스크 공정에 의해 제 1 방향으로 다수 개의 게이트 전극을 포함하

는 게이트 배선 및 상기 게이트 배선의 일 끝단에 위치하는 게이트 패드를 형성하는 단계와; 상기 게이트 배선 및 게

이트 패드를 덮는 기판 전면에 게이트 절연막을 형성하는 단계와; 상기 게이트 절연막 상부의 게이트 전극을 덮는 위

치에, 제 2 마스크 공정에 의해 반도체층을 형성하는 단계와; 상기 반도체층 상부에 제 3 마스크 공정에 의해, 서로 이

격되게 위치하는 소스 전극을 포함하며, 상기 게이트 배선과 교차되는 제 2 방향으로 위치하는 데이터 배선 및 상기 

소스 전극과 이격되게 위치하는 드레인 전극 그리고, 상기 데이터 배선의 일 끝단에 위치하는 데이터 패드를 형성하는

단계와; 상기 데이터 배선 및 데이터 패드 상부에, 제 4 마스크 공정에 의해 상기 드레인 전극 그리고, 게이트 패드 및 

데이터 패드 일부를 각각 노출시키는 드레인 콘택홀, 게이트 패드콘택홀, 데이터 패드콘택홀을 가지는 보호층을 형성

하는 단계와; 상기 보호층 상부에 불투명 금속물질, 투명 도전성 금속물질을 차례대로 형성한 다음, 제 5 마스크 공정

에 의해 일방향으로 공통 배선과, 상기 공통 배선에서 분기되어 상기 데이터 배선과 동일 방향으로 다수 개의 공통 전

극과, 상기 드레인 콘택홀과 연결되는 인출 배선과, 상기 인출 배선에서 분기되어 상기 공통 전극과 서로 엇갈리게 분

기된 다수 개의 화소 전극과, 상기 게이트 패드콘택홀 및 데이터 패드콘택홀을 통해 게이트 패드 및 데이터 패드와 연

결되는 게이트 패드전극 및 데이터 패드전극을 형성하는 단계를 포함하는 횡전계형 액정표시장치용 어레이 기판의 

제조 방법을 제공한다.

상기 불투명 금속물질은 몰리브덴(Mo)이고, 상기 투명 도전성 물질은, ITO(indium tin oxide), ITZO(indium tin zinc

oxide), IZO(indium zinc oxide) 중 어느 하나에서 선택되는 것을 특징으로 한다.

그리고, 상기 다수 개의 공통 전극 중 일부 공통 전극 패턴은 상기 데이터 배선 및 상기 데이터 배선의 주변부를 덮는 

위치에 형성되는 것을 특징으로 한다.

이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 고개구율 구조 횡전계형 액정표시장치용 어레이 기판의 하나의 서브픽셀 영역에 

대한 평면도이다.

도시한 바와 같이, 제 1 방향으로 게이트 배선(214)이 형성되어 있고, 게이트 배선(214)과 교차되는 제 2 방향으로 데

이터 배선(218)이 형성되어 있으며, 상기 게이트 배선(214) 및 데이터 배선(218)이 교차되는 지점에는 박막트랜지스

터(T)가 형성되어 있다.

상기 박막트랜지스터(T)에는, 상기 게이트 배선(214)에서 분기된 게이트 전극(210)과, 데이터 배선(218)에서 분기되

어 게이트 전극(210)과 일정 간격 중첩되게 위치하는 소스 전극(220)과, 소스 전극(220)과 일정간격 이격되게 위치하

는 드레인 전극(222)과, 게이트 전극(210), 소스 전극(220), 드레인 전극(222)을 덮는 위치에 형성된 아일랜드 패턴

의 반도체층(216)으로 이루어진다.

도면으로 제시하지는 않았지만, 상기 박막트랜지스터(T)의 단면적 구조는, 기판 상에 게이트 전극(210)이 형성되어 

있고, 게이트 전극(210) 상부에 게이트 절연막이 형성되고, 게이트 절연막 상부의 게이트 전극(210)을 덮는 위치에 

반도체층(216)이 형성되어 있으며, 반도체층(216) 상부에서 서로 일정간격 이격되게 소스 전극(220) 및 드레인 전극

(222)이 형성되어 있다.

그리고, 상기 드레인 전극(222)에는 제 1 캐패시터 전극(212)이 형성되어 있고, 제 1 캐패시터 전극(212)을 덮는 위

치에 인출 배선(232)이 형성되어 있으며, 인출 배선(232)에서는 상기 제 2 방향으로 공통 전극(230)과 서로 엇갈리게

다수 개의 화소 전극(234)이 분기되어 있다.

그리고, 상기 제 1 캐패시터 전극(212)과 대응되는 위치에는 절연체가 개재된 상태에서 전술한 게이트 배선(214)과 

동일 물질로 이루어진 제 2 캐패시터 전극(224)이 형성되어 있으며, 제 1 캐패시터 전극(212)은 전술한 인출 배선(23

2)과 콘택홀(226)을 통해 전기적으로 연결되어, 제 2 캐패시터 전극(224)과 대응되게 위치하는 제 1 캐패시터 전극(2

12) 및 인출 배선(232) 영역은 스토리지 캐패시턴스(C ST ; storage capacitance)를 이룬다.
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본 발명에서는 상기 공통 전극(230)의 일부가 데이터 배선(218)을 덮는 위치에 형성되어 고개구율 구조를 가지며, 특

히 상기 공통 전극(230)을 포함한 공통 배선(228) 및 화소 전극(234)을 포함한 인출 배선(232)은 서로 동일물질로 이

루어지고, 이중층 구조를 가지는 것을 특징으로 한다.

대표적으로, 상기 공통 전극(230) 및 화소 전극(234)은 각각 제 1, 2 공통 전극물질층(230a, 230b) 및 제 1, 2 화소 

전극물질층(234a, 234b)로 이루어짐에 있어서, 제 1 공통 전극물질층(230a) 및 제 1 화소 전극물질층(234a)은 불투

명 금속물질로 이루어진 하부층에 해당되고, 제 2 공통 전극물질층(230b) 및 제 2 화소 전극물질층(234b)은 투명 도

전성 물질로 이루어진 상부층에 해당되는 것을 특징으로 한다. 그리고, 바람직하게는 전술한 제 1 공통 전극물질층(2

30a) 및 제 1 화소 전극물질층(234a)을 이루는 불투명 금속층은 비저항값이 낮고 투명 도전성 물질층과 접착특성이 

우수한 금속물질에서 선택되는 것이며, 이러한 불투명 금속물질로는 몰리브덴(Mo)을 들 수 있고, 상기 제 2 공통 전

극물질층(230b) 및 제 2 화소 전극물질층(234b)을 이루는 투명 도전성 물질로는 ITO(indium tin oxide), ITZO(indiu

m tin zinc oxide), IZO(indium zinc oxide)를 예로 들 수 있고, 이 중 ITO로 하는 것이 바람직하다.

상기 다수 개의 공통 전극(230) 중 일부 공통 전극(230)으로 데이터 배선(218)을 덮는 것은, 데이터 배선(218)으로부

터 발생되는 누설 전류를 차단하기 위한 목적과, 비화소 영역까지 공통 전극(230)을 연장형성함에 따라 개구율을 높

이기 위해서이다.

또한, 상기 공통 전극(230)과 화소 전극(234)의 하부층을 불투명 금속층으로 하고, 상부층을 투명 도전성 금속층으로

구성하는 이유는, 우선 상부층의 투명 도전성 금속층은 별도의 패드전극 공정을 생략하기 위함과, 불투명 금속층의 

경우 공기 중에 노출시 산화되기 쉬우므로 이를 방지하기 위한 버퍼 금속층으로 이용하는 것이고, 하부 불투명 금속

층은 전술한 상부층을 이루는 투명 도전성 금속층의 비저항값을 낮추는 역할 및 자체 빛차단 특성에 의해 컬러필터 

기판에 형성되는 블랙매트릭스의 형성면적을 감소시키거나 축소시키기 위함이다.

도면 상의 박막트랜지스터(T) 및 스토리지 캐패시턴스 구조는 다양하게 변경될 수도 있다.

그리고, 상기 데이터 배선(218)을 덮는 공통 전극(230)의 형성폭은 데이터 배선(218)보다 양측으로 각각 5 ~ 10 ㎛

정도 크게 하는 것이 바람직하다.

도 5는 상기 도 4의 절단선 I-I에 따라 절단된 단면을 기준으로 한 상부 및 하부 기판의 적층구조를 나타낸 단면도이

다.

도시한 바와 같이, 서로 일정간격 이격되어 대향되게 제 1, 2 기판(250, 270)이 배치되어 있고, 제 1, 2 기판(250, 27

0) 사이에는 액정층(290)이 개재되어 있는 구조에서, 제 1 기판(250)의 내부면에는 제 1 절연층(213)이 형성되어 있

고, 제 1 절연층(213) 상부에는 데이터 배선(218)이 형성되어 있으며, 데이터 배선(218)을 덮는 기판 전면에는 제 2 

절연층(227)이 형성되어 있고, 제 2 절연층(227) 상부의 데이터 배선(218)을 덮는 위치에 공통 전극(230)이 형성되

어 있고, 공통 전극(230)과 일정간격 이격되게 전술한 서브픽셀 영역 내에 화소 전극(234)이 형성되어 있다.

그리고, 상기 제 1 절연층(213)은 실리콘 절연물질에서 선택되는 것이 바람직하며, 더욱 바람직하게는 실리콘 질화막

(SiNx)으로 하는 것이다.

상기 제 2 절연층(227)은 데이터 배선(218)과 공통 전극(230) 간의 전기적 간섭을 줄이기 위하여 유전율값이 낮고 

투광성이 높은 절연물질에서 선택되는 것이 바람직하며, 이러한 절연물질은 BCB(benzocyclobutene), 포토아크릴(p

hoto acryl) 등을 들 수 있다.

상기 제 2 기판(270)의 내부면에는 컬러필터층(272)이 형성되어 있다.

도면으로 상세히 제시하지는 않았지만, 상기 컬러필터층(272)은 전술한 서브 픽셀 단위로 적, 녹, 청 컬러필터(272a, 

272b, 272c)가 순서대로 배열되어 구성되며, 적, 녹, 청 서브픽셀은 하나의 픽셀을 이룬다. 상기 컬러필터층(272)의 

컬러별 경계부에는 블랙매트릭스가 위치하는데, 본 발명에서는 공통 전극(230) 및 화소 전극(234)의 하부층을 이루

는 불투명 금속물질이 일종의 블랙매트릭스 역할을 하므로, 상기 데이터 배선(218)과 대응되는 위치에서의 블랙매트

릭스 패턴이 생략될 수 있다.

상기 공통 전극(230) 및 화소 전극(234)은 동일 공정에서 동일 물질로 이루어지고, 각각 이중층 구조의 제 1, 2 공통 

전극물질층(230a, 230b) 및 제 1, 2 화소 전극물질층(234a, 234b)을 이루어지는 것을 특징으로 한다.

좀 더 상세히 설명하면, 제 1 공통 전극물질층(230a) 및 제 1 화소 전극물질층(234a)은 불투명 금속물질로 이루어진 

하부층에 해당되고, 제 2 공통 전극물질층(230b) 및 제 2 화소 전극물질층(234b)은 투명 도전성 물질로 이루어진 상

부층에 해당되는 것을 특징으로 한다. 그리고, 바람직하게는 전술한 제 1 공통 전극물질층(230a) 및 제 1 화소 전극물
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질층(234a)을 이루는 불투명 금속층은 비저항값이 낮고 투명 도전성 물질층과 접착특성이 우수한 금속물질에서 선택

되는 것으로, 이러한 불투명 금속물질로는 몰리브덴(Mo)을 들 수 있고, 상기 제 2 공통 전극물질층(230b) 및 제 2 화

소 전극물질층(234b)을 이루는 투명 도전성 물질로는 ITO(indium tin oxide), ITZO(indium tin zinc oxide), IZO(ind

ium zinc oxide)을 예로 들 수 있고, 이 중 ITO로 하는 것이 바람직하다.

이와 같이, 본 발명에서는 불투명 금속물질을 하부층으로 하고, 투명 도전성 물질을 상부층으로 하는 이중층 구조로 

공통 전극 및 화소 전극을 형성함에 따라 하기와 같은 장점을 가진다.

첫째, 비저항값이 낮은 불투명 금속물질과의 이중층 구조에 의해 비교적 높은 비저항값을 가지는 투명 도전성 물질을

포함하지만, 전체 비저항값을 낮출 수 있으며, 상기 불투명 금속층은 블랙매트릭스의 형성 영역을 감소시키는 역할을

하게 되고, 상기 상부층을 투명 도전성 물질층으로 구성함에 따라 별도의 패드전극 공정 생략시킬 수 있다.

둘째, 전술한 바와 같이 서로 상보적인 관계를 가지는 불투명 금속물질과 투명 도전성 물질로 이루어진 이중층 금속

층을 이용하여, 공통 전극 및 화소 전극 공정을 한 공정에서 형성하는 것이 가능하고, 상기 공정으로 인해 별도의 블랙

매트릭스 공정이 생략되거나 블랙매트릭스 패턴 면적이 감소되는 효과를 가질 수 있다.

셋째, 상기 데이터 배선 및 데이터 배선의 주변부를 덮는 위치에 전술한 바와 같이 불투명 금속물질을 포함하는 이중

층 구조의 공통 배선을 형성함에 따라, 데이터 배선부와 대응되는 위치에서 블랙매트릭스의 형성면적을 줄이거나 생

략할 수 있어 개구율을 향상시킬 수 있다.

도 6은 본 발명에 따른 이중층 구조 공통 전극 및 화소 전극이 적용된 일반모드 횡전계형 액정표시장치에서의 수직 

크로스토크의 감소 정도를 나타낸 도면으로서, 설명의 편의상 컬러필터층에 대한 도시는 생략하였다.

도시한 바와 같이, 제 1 기판(310) 내부면에는 데이터 배선(312) 및 데이터 배선(312)과 절연층(314)이 개재된 상태

에서 서로 일정간격 이격되게 공통 전극(316) 및 화소 전극(318)이 차례대로 형성되어 있다.

상기 제 2 기판(350) 내부면에는, 전술한 데이터 배선(312) 및 데이터 배선(312)과 공통 전극(316)간 이격구간을 덮

는 위치에 블랙매트릭스(352)가 형성되어 있다.

본 발명에서는, 상기 공통 전극(316) 및 화소 전극(318)이 이중층 구조로 이루어지고, 공통 전극(316) 및 화소 전극(3

18) 각각의 하부층을 이루는 제 1 공통 전극물질층(316a) 및 제 1 화소 전극물질층(318a)은 비저항값이 낮은 불투명 

금속물질로 이루어지고, 상부층을 이루는 제 2 공통 전극물질층(316b) 및 제 2 화소 전극물질층(318b)은 투명 도전

성 물질로 이루어진 것을 특징으로 한다.

이에 따라, 상기 공통 전극(316) 및 화소 전극(318)을 이중층 구조로 구성하고, 공통 전극(316) 및 화소 전극(318)의 

하부층 금속인 제 1 공통 전극 물질층(316a) 및 제 1 화소 전극물질층(318a)을 불투명 금속물질로 구성함에 따라, 기

존에는 데이터 배선 인접부근에서 발생되는 노이즈 필드(noise field)를 차단하기 위하여, 상기 데이터 배선(312)과 

인접하게 위치하는 공통 전극(316)을 덮는 영역까지 블랙매트릭스(352)를 형성하였으나, 본 발명에서는 공통 전극(3

16)의 하부층을 이루는 제 1 공통 전극물질층(316a)을 불투명 금속물질로 형성함에 따라, 전술한 제 2 기판(350)의 

블랙매트릭스(352)의 형성면적을 줄일 수 있다.

이에 따라, 기존의 횡전계형 액정표시장치에서는 제 2 기판에 별도의 공통 전극없이 블랙매트릭스를 형성하기 때문

에, 블랙매트릭스를 크롬계 금속물질과 같은 전도성 물질로 형성할 경우, 동일 전압이 인가되는 데이터 배선 및 화소 

전극간 에 수직방향 크로스토크가 발생될 우려가 있어서, 레진(resin)계 물질로 한정하였다.

그러나, 본 발명에서는 전술한 바와 같이 블랙매트릭스(352)의 형성면적을 감소시킴에 따라 블랙매트릭스(352)와 화

소 전극(318)간의 이격거리를 넓힘에 따라 수직 크로스토크 발생을 최소화할 수 있게 되므로, 상기 블랙매트릭스(35

2)의 재료 선택폭을 넓힐 수 있다.

좀 더 상세히 설명하면, 해당 화소가 전압 무인가 상태일 때, 데이터 배선으로는 데이터 펄스 전압이 인가됨에 따라, 

이와 대응되게 위치하는 블랙매트릭스에는 데이터 배선으로부터 유도된 전기장에 생성되고, 이러한 유도 전기장은 

인접되게 위치하는 화소 전극에 영향을 주게 된다.

이때, 블랙매트릭스와 화소 전극간의 거리가 멀어지면 유도 전기장의 세기를 약화시킬 수 있다.

도면 상에서, 상기 데이터 배선(312)과 블랙매트릭스(352)간의 제 1 화살표(360)는 데이터 배선(312)과 블랙매트릭

스(352) 간의 유도 전기장 형성부를 나타낸 것이고, 상기 화소 전극(318)과 블랙매트릭스(352) 간의 제 2 화살표(36

2)는, 화소 전극(318)과 블랙매트릭스(352) 간의 유도 전기장 형성부를 나타낸 것이고, 상기 화소 전극(318)과 영역'I
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I' 간의 제 3 화살표(364)는 화소 전극(318)과 기존의 블랙매트릭스 간의 유도 전기장 형성부를 나타낸 것으로서, 전

술한 바와 같이 본 발명에 따른 구조에서는 블랙매트릭스(352)와 화소 전극(318) 간의 이격 거리가 기존보다 멀어짐

에 따라 수직 크로스토크 발생률을 줄일 수 있다.

그리고, 상기 일반적인 구조에서는 합착 마진을 고려하여, 상기 블랙매트릭스(352)가 데이터 배선(312)과 이웃하는 

공통 전극(316)과도 일정간격 중첩되게 형성되는 것이 바람직하다.

도 7은 본 발명에 따른 횡전계형 액정표시장치의 제조공정을 마스크 공정 순으로 나타낸 공정흐름도이다.

상기 마스크 공정은, 감광성 물질인 포토레지스트(photoresist) 및 일정 패턴이 형성된 마스크를 이용하여 노광, 현상

공정을 거쳐 패터닝(patterning)하는 사진식각공정(photolithography)으로서, 각 사진식각공정별로 마스크 패턴이 

달라지므로 마스크 공정으로 약칭된다.

ST1에서는, 기판 전면에 제 1 금속물질을 증착한 다음, 제 1 마스크 공정에 의해, 기판 상에 게이트 배선과, 게이트 

배선에서 분기된 게이트 전극과, 게이트 배선의 끝단에서 분기된 게이트 패드와, 제 1 캐패시터 전극을 형성하는 단계

이다.

상기 제 1 금속물질은 비저항값이 낮은 금속물질에서 선택되는 것이 바람직하며, 바람직하게는 알루미늄을 포함하는

금속물질에서 선택하는 것이다.

상기 제 1 캐패시터 전극은 공통 배선과 동일한 공통 전압이 인가되는 공통 배선 방식의 캐패시터 전극이거나, 또는 

전단 게이트 방식으로 형성될 수도 있는데, 후자의 경우 게이트 마스크 공정에서 공통 전극과 캐패시터 전극 패턴이 

생략되어 5번째 마스크에서 형성한 공통 전극과 게이트 배선간 간격을 좁힐 수 있다.

한 예로, 기존의 6 ~ 10 ㎛에서 3 ~ 5 ㎛으로 좁혀 개구율을 향상시킬 수 있다.

ST2에서는, 상기 게이트 배선 및 제 1 캐패시터 전극을 덮는 기판 전면에 제 1 절연물질, 비정질 실리콘 물질, 불순물

비정질 실리콘 물질을 연속으로 증착한 다음, 상기 제 1 절연물질은 게이트 절연막으로 이용하고, 제 2 마스크 공정에

의해 상기 게이트 전극을 덮는 위치에 아일랜드 패턴의 반도체층을 형성하는 단계이다.

상기 반도체층은, 비정질 실리콘 물질로 이루어진 액티브층과, 액티브층 상부에 위치하며 불순물 비정질 실리콘 물질

로 이루어진 오믹콘택층으로 이루어진다.

상기 제 1 절연물질은 실리콘 절연물질에서 선택되며, 더욱 바람직하게는 실리콘 질화막(SiNx)으로 하는 것이다.

ST3에서는, 상기 반도체층을 덮는 기판 전면에 제 2 금속물질을 증착하고, 제 3 마스크 공정에 의해, 데이터 배선과 

데이터 배선에서 분기된 소스 전극, 데이터 배선의 끝단에 위치하는 데이터 패드, 소스 전극과 일정간격 이격되게 위

치하는 드레인 전극 그리고, 드레인 전극과 일체형으로 이루어진 제 2 캐패시터 전극을 형성하는 단계이다.

상기 제 2 금속물질은 화학적 내식성이 강한 금속물질에서 선택되며, 한 예로 몰리브덴(Mo), 크롬(Cr), 니켈(Ni), 텅

스텐(W), 티탄(Ti) 중 어느 하나에서 선택될 수 있다.

참고로, 상기 도 4의 제 2 캐패시터 전극(224)은 상기 제 1 캐패시터 전극에 해당되고, 도 4의 제 1 캐패시터 전극(21

2)은 상기 제 2 캐패시터 전극에 해당된다.

ST4에서는, 상기 데이터 배선 및 제 2 캐패시터 전극을 덮는 기판 전면에 제 2 절연물질을 형성하고, 제 4 마스크 공

정에 의해 상기 제 2 캐패시터 전극을 일부 노출시키는 캐패시터 콘택홀 및 전술한 게이트 패드 및 데이터 패드를 일

부 노출시키는 게이트 패드콘택홀 및 데이터 패드콘택홀을 가지는 보호층을 형성하는 단계이다.

상기 제 2 절연물질은 저유전율값을 가지는 절연물질에서 선택되는 것이 바람직하며, 한 예로 BCB, 포토 아크릴 중 

어느 하나에서 선택하는 것이 바람직하다.

ST5에서는, 상기 보호층이 형성된 기판 전면에 불투명 금속물질, 투명 도전성 물질을 차례대로 증착한 다음, 제 5 마

스크 공정에 의해 이중층 구조를 가지는 공통 배선과, 상기 공통 배선에서 분기된 다수 개의 공통 전극과, 전술한 캐패

시터 콘택홀을 통해 제 2 캐패시터 전극과 연결되는 인출 배선과, 상기 인출 배선에서 분기된 다수 개의 화소 전극과, 

전술한 게이트 패드콘택홀 및 데이터 패드콘택홀을 통해 게이트 패드 및 데이터 패드와 연결되는 게이트 패드전극 및

데이터 패드전극을 형성하는 단계이다.



공개특허 10-2004-0013548

- 9 -

상기 불투명 금속물질은 비저항값이 낮으며, 투명 도전성 물질과 접촉특성이 우수한 금속물질에서 선택되는 것이 바

람직하며, 이러한 대표적인 금속물질로는 몰리브덴(Mo)을 들 수 있다.

상기 투명 도전성 물질로는 ITO, ITZO, IZO를 들 수 있으며, 이 중에서 외부회로와의 접착특성이 가장 우수한 ITO로

하는 것이 바람직하다.

상기 불투명 금속물질은 블랙매트릭스의 역할을 겸하는 것을 특징으로 하며, 이에 따라 대향 기판인 컬러필터 기판에

서의 블랙매트릭스 형성영역을 줄이거나 생략할 수 있어, 기존의 블랙매트릭스와 화소 전극간의 수직 크로스토크 발

생을 최소화하여 블랙매트릭스의 재료선택폭을 넓힐 수 있다.

통상적으로, 블랙매트릭스를 금속계 물질로 형성할 경우 미세한 패터닝이 용이하고, 레진계 물질보다 박막으로 형성

할 수 있으며, 별도의 장비가 요구되지 않으므로 생산성을 향상시킬 수 있는 장점을 가지므로, 블랙매트릭스의 재료 

선택폭이 넓어지게 되면, 제품 경쟁력을 높이고 생산수율을 향상시킬 수 있다.

이와 같이, 5 마스크 공정에서 공통 전극, 화소 전극, 패드 전극을 동시에 형성함으로써 마스크 공정수를 감소시킬 수 

있다.

도 8a 내지 8f는 본 발명에 따른 이중층 구조 금속층의 패터닝 공정을 단계별로 나타낸 단면도이다.

도 8a는 기판(410) 상에 불투명 금속층(412)을 증착하는 단계이고, 도 8b는 상기 불투명 금속층(412) 상부에 투명 

도전성 물질층(414)을 증착하는 단계이며, 도 8c는 상기 투명 도전성 물질층(414) 상부에 포토레지스트층(416)을 형

성하는 단계이고, 도 8d에서는, 미도시한 일정 패턴이 형성된 마스크를 배치하고, 상기 포토레지스트(416)를 노광, 현

상하여 포토레지스트 패턴(418)을 완성하는 단계이다.

도 8e에서는, 상기 포토레지스트 패턴(418)을 이용하여 전술한 투명 도전성 물질층(414)을 식각하여, 제 1 층(420)

을 형성하는 단계이다.

상기 식각 방법은, 식각 용액인 에천트(etchant)를 이용한 습식식각 방법과, 진공챔버 내에서 반응가스를 이용한 건식

식각 방법 중 어느 하나에서 선택될 수 있 다.

도 8f에서는, 상기 투명 도전성 물질층(414)의 식각을 통해 노출된 불투명 금속층(412)을 식각하여 제 2 층(422)을 

형성하는 단계이다.

이때, 상기 투명 도전성 물질층(414)과 불투명 금속층(412)을 각각 식각하는 이유는, 서로 다른 식각법에 의해 식각

되거나 또는 서로 다른 에천트 또는 서로 다른 반응가스에 의해 식각되기 때문이다.

그러나, 상기 두 금속층은 하나의 식각 공정을 통해 일괄 식각될 수도 있다.

도 8g에서는, 상기 포토레지스트 패턴(418)을 스트립(strip)하고, 제 1, 2 층(420, 422)으로 이루어진 이중층(424)을

완성하는 단계이다.

전술한 공정에 의해 완성된 이중층(424)은, 공통 전극 또는 화소 전극으로 이용된다.

이와 같이, 본 발명에서는 하나의 마스크 공정을 통해 이중층 구조 공통 전극 및 화소 전극을 패터닝하는 것을 특징으

로 한다.

그러나, 본 발명의 상기 실시예로 한정되지 않으며, 본 발명의 취지에 벗어나지 않는 범위내에서 다양하게 변경하여 

실시할 수 있다.

발명의 효과

이와 같이, 본 발명에 따른 횡전계형 액정표시장치에 의하면, 하부층이 블랙매트릭스 역할을 할 수 있는 불투명 금속

물질로 이루어지고, 상부층이 투명 도전성 물질로 이루어진 이중층 금속물질을 동일 공정에서 공통 전극, 화소 전극, 

패드 전 극을 동시에 형성함에 따라, 공정 수를 단순화시키고 상부 기판의 블랙매트릭스의 형성폭을 줄이거나 생략할

수 있어, 기존의 데이터 배선부에서의 수직 크로스토크 발생을 최소화할 수 있기 때문에 블랙매트릭스를 금속계 물질

로 형성하는 것이 가능하여, 블랙매트릭스의 재료선택폭을 넓힐 수 있어, 제품경쟁력을 높이고 생산수율을 향상시킬 

수 있는 효과를 가진다.
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특히, 본 발명에서는 고개구율 구조 횡전계형 액정표시장치에 이중층 구조 공통 전극 및 화소 전극 구조를 적용하여, 

저 마스크 구조로 개구율 특성을 더욱 향상시킬 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
기판 내부면에 제 1 방향으로 형성된 게이트 배선과;

상기 게이트 배선과 교차되는 제 2 방향으로 형성된 데이터 배선과;

상기 게이트 배선과 데이터 배선의 교차지점에 형성된 박막트랜지스터와;

상기 제 1, 2 방향 중 어느 한 방향으로 형성되며, 하부층을 불투명 금속물질로 하고, 상부층을 투명 도전성 물질로 하

는 이중층 구조로 이루어진 공통 배선과;

상기 공통 배선에서 분기되어, 상기 데이터 배선과 동일한 방향으로 형성된 다수 개의 공통 전극과;

상기 박막트랜지스터와 연결되며, 상기 공통 배선과 동일한 이중층 구조로 이루어진 인출 배선과;

상기 인출 배선에서 분기되어, 상기 공통 전극과 서로 엇갈리게 분기된 다수 개의 화소 전극

을 포함하는 횡전계형 액정표시장치용 어레이 기판.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 불투명 금속물질은 비저항값이 낮고, 상기 투명 도전성 물질과 접착특성이 높은 물질에서 선택되는 횡전계형 액

정표시장치용 어레이 기판.

청구항 3.
제 2 항에 있어서,

상기 불투명 금속물질은 몰리브덴(Mo)인 횡전계형 액정표시장치용 어레이 기판.

청구항 4.
제 1 항에 있어서,

상기 투명 도전성 물질은, ITO(indium tin oxide), ITZO(indium tin zinc oxide), IZO(indium zinc oxide) 중 어느 하

나에서 선택되는 횡전계형 액정표시장치용 어레이 기판.

청구항 5.
제 1 항에 있어서,

상기 게이트 배선 및 데이터 배선의 끝단에는 외부회로와 연결되는 게이트 패드 및 데이터 패드가 형성되고, 상기 게

이트 패드 및 데이터 패드와 연결되어 상기 공통 배선과 동일한 이중층 물질로 이루어진 게이트 패드전극 및 데이터 

패드전극이 형성되는 것을 특징으로 하는 횡전계형 액정표시장치용 어레이 기판.

청구항 6.
제 1 항에 있어서,

상기 다수 개의 공통 전극 중 일부 공통 전극은 상기 데이터 배선부를 덮는 위치에 형성되는 횡전계형 액정표시장치

용 어레이 기판.

청구항 7.
서로 일정간격 이격되고, 대향되게 배치된 제 1, 2 기판과;
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상기 제 1 기판 내부면에, 제 1 절연층이 개재된 상태에서 서로 교차되게 형성된 게이트 배선 및 데이터 배선과;

상기 게이트 배선 및 데이터 배선의 교차지점에 형성된 박막트랜지스터와;

상기 데이터 배선을 덮는 기판 전면에 형성된 제 2 절연층과;

상기 제 2 절연층 상부에 위치하며, 상기 데이터 배선 및 상기 데이터 배선의 주변부를 덮는 위치에 형성되는 패턴을 

포함하고, 하부층을 불투명 금속물질로 하고, 상부층을 투명 도전성 물질로 하는 이중층 구조로 이루어진 공통 전극

과;

상기 공통 전극과 서로 엇갈리게 위치하며, 상기 공통 전극과 동일한 이중층 금속물질로 이루어진 화소 전극과;

상기 제 2 기판의 내부면에 형성된 컬러필터층과;

상기 컬러필터층의 컬러별 경계부에 위치하며, 상기 데이터 배선부를 덮는 공통 전극 형성부에서는 별도의 패턴이 생

략되어 있는 블랙매트릭스

를 포함하는 횡전계형 액정표시장치.

청구항 8.
제 7 항에 있어서,

상기 제 2 절연층은 유전율값이 낮고, 투광성이 높은 절연물질에서 선택되는 횡전계형 액정표시장치.

청구항 9.
제 8 항에 있어서,

상기 제 2 절연층을 이루는 물질은, BCB(benzocyclobutene), 포토아크릴(photo acryl) 중 어느 하나에서 선택되는 

횡전계형 액정표시장치.

청구항 10.
서로 일정간격 이격되고, 대향되게 배치된 제 1, 2 기판과;

상기 제 1 기판 내부면에, 절연층이 개재된 상태에서 서로 교차되게 형성된 게이트 배선 및 데이터 배선과;

상기 게이트 배선 및 데이터 배선의 교차지점에 형성된 박막트랜지스터와;

상기 데이터 배선과 일정간격 이격되게 형성되고, 하부층을 불투명 금속물질로 하고, 상부층을 투명 도전성 물질로 

하는 이중층 구조로 이루어진 다수 개의 공통 전극과;

상기 공통 전극과 서로 엇갈리게 위치하며, 상기 공통 전극과 동일한 이중층 금속물질로 이루어진 화소 전극과;

상기 제 2 기판의 내부면에 형성된 컬러필터층과;

상기 컬러필터층의 컬러별 경계부에서, 상기 데이터 배선과 공통 전극간 이격 구간을 덮는 위치를 포함하여 형성된 

블랙매트릭스

를 포함하는 횡전계형 액정표시장치.

청구항 11.
제 10 항에 있어서,

상기 블랙매트릭스는, 상기 데이터 배선과 이웃하는 공통 전극과 일정 간격 중첩되게 형성되는 횡전계형 액정표시장

치.

청구항 12.
제 7 항 또는 제 10 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
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상기 블랙매트릭스를 이루는 물질은 불투명 금속물질에서 선택되는 횡전계형 액정표시장치.

청구항 13.
제 7 항 또는 제 10 항 중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 불투명 금속물질은 크롬(Cr)계 금속물질에서 선택되는 횡전계형 액정표시장치.

청구항 14.
기판 상에, 감광성 물질인 포토레지스트(photoresist)를 이용한 노광, 현상 공정을 통해 패터닝(patterning)하는 공정

으로 정의되는 제 1 마스크 공정에 의해 제 1 방향으로 다수 개의 게이트 전극을 포함하는 게이트 배선 및 상기 게이

트 배선의 일 끝단에 위치하는 게이트 패드를 형성하는 단계와;

상기 게이트 배선 및 게이트 패드를 덮는 기판 전면에 게이트 절연막을 형성하는 단계와;

상기 게이트 절연막 상부의 게이트 전극을 덮는 위치에, 제 2 마스크 공정에 의해 반도체층을 형성하는 단계와;

상기 반도체층 상부에 제 3 마스크 공정에 의해, 서로 이격되게 위치하는 소스 전극을 포함하며, 상기 게이트 배선과 

교차되는 제 2 방향으로 위치하는 데이터 배선 및 상기 소스 전극과 이격되게 위치하는 드레인 전극 그리고, 상기 데

이터 배선의 일 끝단에 위치하는 데이터 패드를 형성하는 단계와;

상기 데이터 배선 및 데이터 패드 상부에, 제 4 마스크 공정에 의해 상기 드레인 전극 그리고, 게이트 패드 및 데이터 

패드 일부를 각각 노출시키는 드레인 콘택홀, 게이트 패드콘택홀, 데이터 패드콘택홀을 가지는 보호층을 형성하는 단

계와;

상기 보호층 상부에 불투명 금속물질, 투명 도전성 금속물질을 차례대로 형성한 다음, 제 5 마스크 공정에 의해 일방

향으로 공통 배선과, 상기 공통 배선에서 분기되어 상기 데이터 배선과 동일 방향으로 다수 개의 공통 전극과, 상기 드

레인 콘택홀과 연결되는 인출 배선과, 상기 인출 배선에서 분기되어 상기 공통 전극과 서로 엇갈리게 분기된 다수 개

의 화소 전극과, 상기 게이트 패드콘택홀 및 데이터 패드콘택홀을 통해 게이트 패드 및 데이터 패드와 연결되는 게이

트 패드전극 및 데이터 패드전극을 형성하는 단계

를 포함하는 횡전계형 액정표시장치용 어레이 기판의 제조 방법.

청구항 15.
제 14 항에 있어서,

상기 불투명 금속물질은 몰리브덴(Mo)인 횡전계형 액정표시장치용 어레이 기판의 제조 방법.

청구항 16.
제 14 항에 있어서,

상기 투명 도전성 물질은, ITO(indium tin oxide), ITZO(indium tin zinc oxide), IZO(indium zinc oxide) 중 어느 하

나에서 선택되는 횡전계형 액정표시장치용 어레이 기판의 제조 방법.

청구항 17.
제 14 항에 있어서,

상기 다수 개의 공통 전극 중 일부 공통 전극 패턴은 상기 데이터 배선 및 상기 데이터 배선의 주변부를 덮는 위치에 

형성되는 횡전계형 액정표시장치용 어레이 기판의 제조 방법.
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摘要(译)

在本发明中，在由在栅极布线的交叉点中形成的薄膜晶体管组成的多个
公共电极的彩色边界中，在两层结构中，它形成为在数据线和子线的固
定间隔中分离。对于不透明金属材料和上层到透明导电材料和双层金属
材料（例如公共电极和公共电极），它被定位成在像素的内表面中形成
的彼此交叉的滤色器层电极和第二基板：和滤色器层在栅极布线的交叉
点处形成的薄膜晶体管以固定间隔彼此分开并形成在第一和第二基板
中：它们被布置成面对并且第一内部在允许绝缘层的状态下交叉衬底
侧。数据线：，栅极布线和数据线。该通过提供包括黑色矩阵的面内切
换模式液晶显示装置，包括在数据之间的间隔部分的位置，可以简化处
理的数量并且可以省略线或者上面板的黑色矩阵的形成宽度线和公共电
极形成。由于最小化现有数据布线部分处的垂直串扰，可以将黑色矩阵
形成为金属组材料。可以扩大黑色矩阵的材料选择范围。可以提高产品
竞争力，提高产量。特别地，在本发明中，两层结构公共电极和像素电
极结构应用于高开口率结构的面内切换模式液晶显示装置。它具有更多
地改善与基底掩模的孔径比特性的优点结构体。
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